ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПОЛУЧЕНИЯ СУБМОНОСЛОЙНЫХ ПЛЕНОК ШЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
С.Ж. Ниматов, Б.Е. Умирзаков, О.О. Зарипов
ТГТУ им. И. Каримова, Ташкент, Узбекистан

e-mail: Nimatov@mail.ru
Синтез сверхтонких покрытий сложного состава с помощью низкоэнергетических ионных пучков - актуальное и перспективное направление современной микро - и наноэлектроники. С физической точки зрения синтез субмонослойных слоев из низкоэнергетических ионных пучков довольно сложное, мало изученное явление, состоящее из многих взаимоперекрывающихся элементарных процессов: распыления, диссоциации, десорбции, адсорбции, гомо - и гетерохимических реакций и другой термической и эмиссионной активности, стимулированной ими, и способствующей зародышеобразованию, эпитаксии, либо аморфному росту слоев. Компьютерное моделирование указывает на превалирование коллективного движения атомов приповерхностного слоя, в случае низкой энергии бомбардирующих ионов. При этом взаимосвязь между структурой и составом поверхности проявляется особенно ярко. Наблюдаемые после термообработки и очистки поверхности в сверхвысоком вакууме, при различных режимах термообработки и в зависимости от типа проводимости эпитаксиальной пленки структуры с высоким контрастом дифракционных картины свидетельствуют о высокой чувствительности метода дифракции электронов низких энергий состоянию  поверхности.  Получены  субмонослойные  пленки со  структурами Si(111)-1x1Na, Si(111)-3x3Li,  Si(111)-2x2Rb,  Si(111)-5x5Cl, при низкотемпературном осаждении из ионных пучков с энергий ~ 300 эВ, и оценены степень совершенства их поверхности в сравнении исходных структур подложки.
Осаждение слоёв из ионных пучков при энергии более 500эВ нецелесообразно из-за радиационного нарушения подповерхностных слоев и увеличения самораспыления пленки.

